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宁波材料所等在高迁、高稳氧化
物薄膜晶体管研究方面取得进展
。由于跟非晶硅面板制程兼容，非晶氧化物InGaZnO(IGZO)自从在实验室被发现后，很快进入
了显示驱动工业应用，如AMLCD、AMOLED、LTPO面板驱动。以IGZO为代表的非晶氧化物薄
膜晶体管(TFT)在较高的迁移率(10 cm2/Vs 左右)、低温大面积制程(可至G8面板以上)、低的关态
电流(约比低温多晶硅TFT低1000倍)等方面具有独特优势。然而，伴随着显示技术的快速发展，
现有显示驱动无法匹配新型高品质显示的迫切需求。具体而言，伴随着显示面板大面积化(>75
Inch)、超高清化(8K)和高帧频(240 Hz)的发展趋势及未来Micro-LED等高性能显示的涌现，客观
上要求TFT器件在保持较低关态电流这一优势的同时，器件场效应迁移率要大于40
cm2/Vs，并兼具较好的性能稳定性。

鉴于此，中国科学院宁波材料技术与工程研究所梁凌燕、曹鸿涛基于InSnZnO(ITZO)半导体材料
，围绕靶材-薄膜-工艺-器件研究链条开展科研攻关，阐明了靶材质量、源漏电极工艺、稀土掺
杂及金属诱导工艺等对ITZO-
TFT性能的影响规律，为后续实现高迁、高稳的TFT器件打下了坚实基础。

近期，该团队携手中山大学研究人员等提出了高电子迁移率输运层和光电子弛豫层的叠层设计，
将迁移率和稳定性的关联/矛盾关系进行了解耦，器件迁移率和稳定性(特别是光照和偏压稳定性
)分别与输运层和弛豫层各自的物性及厚度相关联，由此实现了高迁移率(>40
cm2V-1s-1，归一化饱和输出电流225 μA)和高稳定性(NBIS/PBTS △Vth = -1.64/0.76 V)，器件性能
水平极具竞争力，解决了目前氧化物TFTs普遍存在的输运和稳定性难以兼顾的难题。研究人员
根据氧化物半导体输运的渗流理论以及经典的载流子扩散机制对实验结果进行了模拟，理论预测
跟实验结果相吻合，验证了本设计的有效性和可行性。此外，器件的输运层和弛豫层厚度均超过
20 nm，容易实现大面积均匀性，具有很好的工业导入前景。研究结果发表在Advanced
Science上。

上述工作得到国家重点研发计划、国家自然科学基金、中科院重点部署项目等的支持。
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TFT应用中的木桶效应以及电子输运/光电子弛豫叠层设计解决策略与成效

研究团队单位：宁波材料技术与工程研究所
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